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準安定相コランダム構造酸化インジウム(-In2O3)は 3.7 eVのバンドギャップを有することが報

告されており[1], -In2O3はMist CVD法により成長が可能である. その原料溶液には In(C5H7O2)3: 

In(acac)3 と塩酸, 超純水で調製されたものが広く用いられる[2,3]. 我々は, 原料溶液中の塩酸濃度

を制御することで-Al2O3 基板上への-In2O3 直接成長に成功している[3]. また, 炭素を含まない

In2O3パウダーを出発原料にすることで, as-grownでキャリア濃度を 1017 cm−3台まで減少させるこ

とに成功している[4]. 本研究では, Mist CVD法により成長した-In2O3薄膜の低キャリア濃度化と, 

低キャリア濃度-In2O3薄膜を用いたMOSFET製作について報告する.  

 Mist CVD 法を用いて(0001) -Al2O3基板上に In2O3を直接成長させた. 実験に使用した原料溶

液は In2O3パウダーおよび In(acac)3を塩酸で溶解させ, 超純水を加え調製した. この原料溶液を超

音波振動子にて霧状にし, キャリアガスによって基板のある反応炉へ輸送した. 成長は, 成長温

度 550C, キャリア(O2)ガス流量 5.0 L/min., 希釈(O2)ガス流

量 0.5 L/min.で行った. また, 得られた-In2O3薄膜を用いて

MOSFETを製作した.  

図 1に-In2O3の室温でのキャリア濃度とホール移動度の

関係を示す. 原料溶液中の塩酸や出発原料の濃度を調整す

ることで, キャリア濃度を 1017 cm−3台前半まで減少させる

ことに成功した. また, ホール移動度は 200 cm2 V−1 s−1を超

える試料が再現性良く得られた. このことから, 原料溶液

の調製条件が-In2O3 の高品質化における重要なパラメー

ターであることが示された. この結果から, 最もキャリア

濃度が低い条件で成長した-In2O3 を用いて, チャネル膜

厚が 100 nm, 絶縁層の膜厚が 900 nm のトップゲート型

MOSFET を製作した. 図 2 に-In2O3 を用いて製作した

MOSFET の伝達特性およびデバイス構造の模式図を示す. 

伝達特性から 105以上の ON/OFF比が得られたことが分か

り, -Al2O3 基板上に直接成長した-In2O3 薄膜でトランジ

スタ動作を実現した.  
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Fig. 2. Transfer characteristics  
and device structure of  
-In2O3 MOSFET. 

Fig. 1. Hall mobility as function  
of carrier concentration  

for -In2O3 films. 
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